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低炭素社会実現のキー技術として、電力エネルギーの高効率運用を可能にすると期待されている

SiC パワーデバイスの開発が大きく進捗している。SiC パワーデバイスの基板材料となる SiC 単結

晶についても、大口径化および結晶性高品質化の両面で大きく進捗している。 

昇華再結晶法において、SiC 固体粉末を原料とする場合、黒鉛坩堝等の準閉鎖空間内での SiC 物

質の昇華分解および再結晶化を素過程として構成される単結晶成長現象生成メカニズムが整理 

[1]されるなど、SiC 単結晶成長技術が大きく進展している。1990 年代の課題であった、超高温成

長において起こる様々な成長擾乱現象の抑制から、最近では大口径化に開発の視点が大きく移り

つつある。国内においても、H22 年度より SiC 研究開発に関する経産省国家プロジェクト「新材

料パワー半導体プロジェクト」が開始され、６インチ口径の SiC 基板を前提とした産官学を挙げ

ての SiC パワーデバイス実用化へ向けた取り組みが進められており、本プロジェクト内において

も、昇華再結晶法を基本とする６インチ結晶が実現するとともに、高品質化へ向けた取り組みと

同時に一定規模の量産が可能な製造技術実現に向けた開発を行っている。他方で、単結晶中に存

在する各種の転位欠陥についても、その密度の低減化が進捗している。例えば、ｐｎ接合を含む

デバイスにおいて、キラー欠陥である積層欠陥を生成する起点となる基底面転位[2]や、SBD ある

いは MOSFET の動作信頼性に影響を与えることが報告されている貫通らせん転位等[3]についても、

各転位の生成メカニズムの考察に基づいた低減化が進められている。 

本講演では、特に昇華再結晶法（=昇華法、改良レーリー法）による SiC 基板に特化し、その大

口径化および転位欠陥低減化の現状を整理し、今後の研究開発課題や技術展望について紹介する。

また、高分解能Ｘ線トポグラフ測定等による解析結果を中心に転位挙動現象を整理し、昇華再結

晶法による高品質な大口径結晶製造技術における欠陥制御技術を展望する。 
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